Char akteri zacia ZnO vrstiev pripravovanych tepel nou oxi daci ou kovovych Zn
vrstiev.
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V préaci je skumany vplyv zihacej teploty na struktdrne a optické vlastnosti
ZnO. Kovovy zinok (5N) bol vakuovo napareny pri tlaku 2x10-3Pa na zafirovi
pripadne krenikovl podl ozku. Nasl edne boli vrstvy ZnO pri pravené net 6dou
tepel nej oxidacie v krenennej trubici, pri rbéznych teplotach do 1000 °C
Zi hani e prebiehalo v prietoku kyslika (5N) al ebo vo vzduchu. Povrchové
vl astnosti boli urcené el ektrénovym rastrovaci m m kr oskopom TESCAN REM VEGA TS
5136MM a struktdrna anal yza bol a urobena ponocou roént genovych difrakenych
spektier ziskanych z difraktrometra URD — 6 s generatorom I|RIS M4 a goni ometrom
v uspori adani Bragg — Brentano. Fotoluni niscencné nerania boli realizované v
intervale od 350 do 800 nm na nodi fi kovanom nonochromatore Carl Zeiss Jena
(SPMR). Ako zdroj excitéacie bol pouzity He-Cd |aser (325nm) s vykonom 10 nW
Fot ol um ni scencné spektréa boli zaznanenané pri teplote kvapal ného dusika a pri
i zbove] teplote. Ni zsie Zihacie teploty (do 700°C) mali vplyv na fornovanie ZnO
»hanoobj ekt ov*, o sa prejavoval o vo fotol um ni scencnych spektrach pozorovanim
vyrazného maxina pri 3,3 eV. Toto maxi mum zo zvysuj Ucou sa teplotou zihania
pohasi na v dosl edku zani ku tychto ,nano-objektov*. Pri tychto teplotach je npzné
pozorovat fotolum niscencné maxi ma, ktorych pbvod je v rekonbinédcii volInych
excitonov a viazanych exciténov k donorom a akceptoronil]. Pre vy3sie Zzihacie
tepl oty sa postupne presadzoval o maxi mum vo viditelInej oblasti (~2,45 eV),
kt orého tvar resp. pozicia a intenzita sa nmenia v dbésl edku zneny teploty
zihania[2]. Pbvod tejto fotolum niscencie je v roznych defektoch, ktoré sa
formuj 0 pocas pripravy vrstiev, av3ak zatial presné objasnenie pdvodu tohto
spektra je stal e aktual nym prednmet om vyskumnu.
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